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COMPENSATION IN UNDOPED AND HALOGEN DOPED CdTe CRYSTALS
R. STUCK, A. CORNET and P. SIFFERT
Centre de Recherches Nucléaires
Laboratoire de Physique des Rayonnements et d’Electronique Nucléaire 67037 Strasbourg cedex, France
Résumé. 2014 On propose un modèle théorique permettant de calculer la concentration de défauts
existant dans le tellurure de cadmium non dopé et compensé par un halogène lorsque les cristaux
sont préparés par THM. Toutes les associations ainsi que les réactions d’ionisation des défauts
sont décrites par la loi d’action de masse. Les énergies d’ionisation des défauts sont déduites des
derniers résultats expérimentaux relatifs au diagramme des niveaux dans la bande interdite. Les
concentrations des différents types de défauts calculées, pour le matériau dopé au chlore, sont en
bon accord avec les valeurs mesurées pour la technique du temps de vol.
Abstract. 2014 A theoretical model is proposed which allows the calculation of the concentration
of defects in pure and halogen compensated cadmium telluride grown by the THM method.
All associations and ionization reactions are described in terms of the law of mass action. The
ionization energies of the defects are taken from the energy level diagram established by taking
into account the latest experimental data. The concentrations of the different defects calculated for
chlorine doped material are in good agreement with that measured using a time of flight method.
Un article détaillé a paru sur ce sujet dans le Journal of Physics and Chemistry of Solids 37 (1976) 989.
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